
Smart Strain
Développement d’une nouvelle génération de substrats « Silicium contraint sur isolant »

et « Silicium Germanium sur isolant » par techniques de transfert de couches.
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Smart Strain:
Objectifs

Un proje t matériau sur le  subs tra t « s ilicium contra int sur isolant »:
• Enclencher la  suite  du SOI e t du S iGe en les  combinant
• Valider le  concept matériau
• Comparer plus ieurs  filiè res  matériau basées  sur le  transfert de  couche  (Smart Cut)
• Inte rvention d’un end-user privilégié  (ST)
• Aboutir à  une  capacité  d’échantillonage des  premiers  prototypes
• Phase  pré limina ire  incontournable  à  toute  action dispos itifs

Prolongement, en cas  de  s uccès , dans  un projet lié à la réalis ation de  
trans is tors /c ircuits  s ur s ubs trat s ilic ium contraint s ur is o lant

Exemple de structures visées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 200mm 

- Si contraint (< 200 Å) 
- Si 0.8 Ge 0.2 relaxé (le plus fin possible : 0 à 500 Å ) * 
- Oxyde enterré (2000 Å ; puis 200 à 500 Å à terme) 
 
* et non plusieurs µms, sans couche tampon défectueuse, 
comme il en est l’usage

Conclusions et perspectivesConclusions et perspectives

Au Au courscours dudu projetprojet ((ObjectifsObjectifs):):
•• Approche Approche 1 (SGOI) 1 (SGOI) démontrée démontrée au au niveau matériauniveau matériau
•• ApprocheApproche 2 (2 (sSOIsSOI) ) démontréedémontrée au au niveau matériauniveau matériau
•• Choix entre Choix entre les les deux approches deux approches ? ? deux approches compldeux approches compléémentaires mentaires !!
•• CapacitCapacitéé dd’é’échantillonagechantillonage : A de : A de trtrèès petits niveaux s petits niveaux pour pour une qualitune qualitéé ““prototypeprototype””

PerspectivesPerspectives
•• DéveloppementDéveloppement dede chacunechacune desdes filières matériaufilières matériau
•• Passage àPassage à une deuxièmeune deuxième phase auphase au niveauniveau de lade la technologietechnologie des transistors:des transistors:

•• Adéquation matériauAdéquation matériau et transistorset transistors
•• MiseMise à profit pour ST/LETI de la à profit pour ST/LETI de la technologie technologie 

Montage Montage du projet du projet 
•• Problématique initialeProblématique initiale: SOI : SOI ou silicium contraintou silicium contraint
•• Combiner Combiner deux sauts technologiquesdeux sauts technologiques en un (SOI en un (SOI ETET silicium contraintsilicium contraint))
•• Concept Concept basé basé au au niveau du matériau surniveau du matériau sur la la technologie technologie Smart Cut Smart Cut 
•• ProjetProjet Smart strain : Smart strain : ProjetProjet MATERIAU MATERIAU préliminairepréliminaire
•• Deux approches Deux approches : AVEC : AVEC ou ou SANS SANS soussous--couche couche de de SiGeSiGe

Wafer level strained siliconSOI wafers
Contexte et objectifs du projet:

Combining SOI and strained Si
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““ApprocheApproche 1” versus “1” versus “ApprocheApproche 2”2”
•• Approche Approche 1(SGOI)1(SGOI)

•• Faisabilité démontrée Faisabilité démontrée au au niveau du matériauniveau du matériau
PLUSPLUS: La : La contraintecontrainte estest en permanence en permanence maintenuemaintenue par par une sousune sous--couchecouche de de SiGeSiGe
MOINSMOINS : les transistors (fabrication et : les transistors (fabrication et fonctionnementfonctionnement)) devront devront cohabiter avec cohabiter avec une une 
soussous--couche SiGecouche SiGe

••ApprocheApproche 2 (2 (sSOIsSOI)) ::
•• le le silicium peut garder sa contraintesilicium peut garder sa contrainte uniquementuniquement grâcegrâce àà l’interfacel’interface de collagede collage
PLUSPLUS: Pas de : Pas de soussous--couchecouche de de SiGeSiGe, pas de , pas de souci souci de diffusion de de diffusion de GeGe, , directement directement 
transposable à transposable à partir du partir du SOI (SOI (une seule coucheune seule couche))
MOINSMOINS : attention aux : attention aux traitements traitements trop trop agressifs agressifs pour le pour le maintien maintien de la de la contraintecontrainte

•• Choix Choix ??

Deux approches évaluées : SGOI et sSOI

Réalisa tion de  subs tra ts  sSOI –
Enlèvement du  S iGe -
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• La contrainte est maintenue lors du transfert Smart-Cut 

• La contrainte est maintenue lors de l’enlèvement du SiGe

Conclusions / perspectives
6 Partenaires  :

– 2 technologies  (le  SiGe  e t le  SOI)
– 2 indus trie ls  complémenta ires  (matériau + end-user)
– Le  LETI ( support expertise  Matériau S iGeOI par Smart-Cut + réa lisa tion 

epitaxies  SiGe  spécifiques  + Caractérisa tions+ déve loppement de  briques  
de  base  technologiques )

– 3 labora toires  univers ita ires /CNRS pour l’expertise  e t le s  caracté risa tions  
spécifiques  au SiGe/Si contra int

Subs tra ts  SOI / Smart-Cut XX / XX / / ..
Caractérisa tions  SOI XX / XX / X ..
Briques  technos  S i/S iGe X XX XX / / .
Circuits  SOI / XX XX / . .

Epitaxies  S iGe/Si contra int .. XX XX / / /
Caract S iGe  / Contra intes .. XX X XX XX XX
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Smart Strain
Trans fert de  couche  de  S iGe  Relaxé  par Smart Cut
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